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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有底で電子部品素子と導電接合される電極パッドを有する収納部と、当該収納部周囲に形
成された堤部と、当該堤部上部に形成された金属層と、前記電極パッドを前記金属層と所
定の間隔を持ってパッケージ外部に導出する導電路を内部に有するセラミック積層構成の
電子部品用パッケージを用い、
前記電子部品素子は表面に励振電極の形成された圧電振動板と当該圧電振動板とともに発
振回路を構成する集積回路素子からなり、圧電振動板と導電接合される電極パッドが前記
導電路を介して当該電子部品用パッケージの側壁に導出され、前記電子部品素子を前記電
子部品用パッケージに収納し、リッドにより気密封止した圧電発振器であって、
　前記導電路は前記金属層と重畳する領域において、当該導電路の幅が０．０５～０．２
ｍｍであることを特徴とする圧電発振器。
【請求項２】
前記金属層において、前記導電路と重畳する領域の幅が０．１５～０．５ｍｍであること
を特徴とする請求項１記載の圧電発振器。
【請求項３】
前記電極パッドは前記収納部内において堤部内壁から離間していることを特徴とする請求
項１または２記載の圧電発振器。
【請求項４】
前記離間寸法は０．０５～０．１５ｍｍであることを特徴とする請求項３記載の圧電発振
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器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器等に用いられる電子部品用のパッケージに関し、特にパッケージ構成
に起因する特性変動を抑制したパッケージ構成および当該パッケージを用いた圧電発振器
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　気密封止を必要とする電子部品の例として、水晶振動子、水晶フィルタ、水晶発振器等
の圧電振動デバイスがあげられる。これら各製品はいずれも水晶振動板の表面に金属薄膜
電極を形成し、この金属薄膜電極を外気から保護するため、気密封止されている。
【０００３】
　これら圧電振動デバイスは部品の表面実装化の要求から、セラミックパッケージ（電子
部品用パッケージ）内に気密的に収納する構成が増加している。例えば水晶発振器は上面
が開口したセラミックパッケージに集積回路素子と水晶振動板を収納し、両電子部品素子
により水晶発振回路を構成する。このような水晶発振器は各電子部品素子をパッケージに
気密収納した後、その特性を調整するために集積回路素子に対しデータ書き込みを行うこ
とがある。このような場合、気密収納後、パッケージ外部から予め水晶振動板の周波数等
の電気的特性を測定し、その測定結果に応じて必要なデータ書き込みを行う。
【０００４】
　このような構成については、特開２００４－２１４７９９号（特許文献１）に開示され
ており、パッケージ内部に形成された水晶振動子を搭載する電極パッドをパッケージ外部
の圧電振動素子測定電極（水晶端子）に導出し、気密封止後もパッケージ外側から水晶振
動板の特性を測定することが開示されている。
【０００５】
　ところで水晶発振回路は、例えば図７に示すような構成であり、水晶振動子Ｘの各両端
と接地間に発振用コンデンサＣｇ，Ｃｄが配置されている。周知のとおり、当該発振用コ
ンデンサの値により当該発振回路の出力周波数を調整することができ、換言すれば当該コ
ンデンサの値が不安定になると出力周波数も変動する。
【０００６】
　一方セラミックパッケージには各種電極配線が形成されており、これに起因して浮遊容
量が形成され、結果的に上記発振用コンデンサ値を変化させることになる。例えば図６に
示すように、気密封止に用いる金属層８１は最終的に接地されるが、当該金属層８１と電
極パッド８２をパッケージ外側の水晶端子８２ａに導出する導電路８２ｂ間に浮遊容量が
形成される。これを回路で模式的に示すと図７の回路図において、点線で示す浮遊容量Ｃ
ｇ１やＣｄ１が形成されることになり、所望の容量値が変化してしまう。このような場合
、回路側の負性抵抗が減少し、出力周波数も変動する。このような傾向はパッケージサイ
ズが超小型化するにつれて顕在化し、浮遊容量による影響を排除することが必要となって
いた。
【特許文献１】特開２００４－２１４７９９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電子部品
用パッケージに起因する浮遊容量を抑制し、安定した特性の電子部品及び圧電発振器を提
供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は次の構成により上記の目的を達成することができる。
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【０００９】
　すなわち請求項１に示すように、有底で電子部品素子と導電接合される電極パッドを有
する収納部と、当該収納部周囲に形成された堤部と、当該堤部上部に形成された金属層と
、前記電極パッドを前記金属層と所定の間隔を持ってパッケージ外部に導出する導電路を
内部に有するセラミック積層構成の電子部品用パッケージを用い、
前記電子部品素子は表面に励振電極の形成された圧電振動板と当該圧電振動板とともに発
振回路を構成する集積回路素子からなり、圧電振動板と導電接合される電極パッドが前記
導電路を介して当該電子部品用パッケージの側壁に導出され、前記電子部品素子を前記電
子部品用パッケージに収納し、リッドにより気密封止した圧電発振器であって、
　前記導電路は前記金属層と重畳する領域において、当該導電路の幅が０．０５～０．２
ｍｍであることを特徴とする圧電発振器である。

なお、電子部品素子は１つであっても、複数であってもよい。また収納部も複数形成され
た構成であってもよく、例えば上下あるいは並列して開口する収納部を有する構成であっ
てもよい。
【００１０】
　従来技術の項でも記載したとおり、堤部上部に形成された金属層と導電路間には浮遊容
量が形成され、これが電子部品の特性に影響を与える。浮遊容量を極力抑制するためには
これらの重畳を抑制する必要がある。本発明者は重畳抑制方法として導電路の幅について
鋭意検証を行った結果、例えば外形が縦横３×２ｍｍサイズあるいは２．５×２ｍｍサイ
ズの超小型の電子部品用パッケージであっても、導電路の幅が０．２ｍｍ以下であると浮
遊容量による負性抵抗への影響が実用上問題ない程度に低下することを確認した。
【００１１】
また導電路の幅を０．２ｍｍ以下にすることにより、導電路が並行に配線されることによ
る電磁誘導ノイズ、電源パターンやＧＮＤパターン等との重なりによる電磁誘導ノイズ，
静電誘導ノイズの影響を受けにくくなる。
【００１２】
　一方セラミック積層技術において、極端な細幅の導電路はセラミック内部において断線
するおそれがある。また極端な細幅により抵抗の増大が見込まれ、高周波になるほど表皮
効果により電荷分布が表面に集まることから極端な細幅の影響をさらに受けやすくなる。
本発明においては、０．０５ｍｍの幅の導電路であれば断線事故が生じず、また抵抗の増
大が発生しない信頼性の高い電子部品用パッケージを製造できることを確認した。
【００１３】
　本発明によれば、電子部品用パッケージの前記導電路は前記金属層と重畳する領域にお
いて、その幅を０．０５～０．２ｍｍとすることにより、浮遊容量の影響を抑制し、かつ
導電路が確実に形成でき、正確な圧電振動板等の電子素子の特性をすることができる。
【００１４】
圧電発振器は集積回路素子と圧電振動板とをパッケージに気密収納後、その特性を調整す
るために集積回路素子に対しデータ書き込みを行うことがある。このような場合、気密収
納後、圧電振動板の周波数等の電気的特性を測定し、その測定結果に応じて必要なデータ
書き込みを行う。上記構成によれば、浮遊容量を抑制したパッケージ構成を採用している
ので、圧電発振器の周波数変動や負性抵抗の減少を実用的な範囲に抑制することができ、
意図した特性の圧電発振器を得ることができる。
【００１５】
また請求項２に示すように、上記構成に付加して前記金属層の幅を０．１５～０．５ｍｍ
とした構成の圧電発振器であってもよい。
【００１６】
前述のとおり、金属層の幅が小さいと前記導電路との重畳も少なくなるので、浮遊容量の
観点からは幅が小さいことが好ましく、またパッケージ収納部の外形寸法を大きくする観
点からもその幅が小さいことが好ましい。しかしながらパッケージの強度およびリッド（
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フタ）との気密封止の信頼性を確保する観点からは最低限の幅が必要である。本発明者は
この点についても鋭意検証を行った結果、上記と同様、外形が縦横３×２ｍｍサイズある
いは２．５×２ｍｍサイズの超小型の電子部品用パッケージであっても、金属層の幅を０
．１５ｍｍ以上にすることにより、気密封止の信頼性を確保できることを確認した。また
０．５ｍｍ以下にすることにより、浮遊容量を実用的な範囲に抑制することができ、浮遊
容量による負性抵抗の減少を抑制できることを確認した。また、高周波になるほど図７の
Ｃｇ，Ｃｄを小さくすることにより負性抵抗を大きくする必要があり、その場合幅を０．
５ｍｍ以下にすることにより負性抵抗の減少率を５％未満に抑制できる。これはパッケー
ジサイズが比較的大きい５ｍｍ×３ｍｍサイズのものであっても、小型の２．５×２ｍｍ
サイズであっても同様の傾向となる。
【００１７】
また、金属層の幅を抑制することにより堤部の幅を小さくすることができ、その結果収納
部の外形寸法を余り制限しないので、圧電振動板の設計に関する余裕度（設計マージン）
を向上させることができる。またＡＴカットにおける水晶板においてｔ／Ｘ値（ｔ：水晶
厚み，Ｘ：水晶のＸ方向の長さ）が大きいほど副振動の結合が生じやすくなることから、
Ｘ寸法が小さいほど水晶の設計が困難となる。このような観点からも金属層の幅を０．５
ｍｍ以下にすることが好ましい。
【００１８】
さらに請求項３に示すように、上記構成に付加して前記電極パッドは前記収納部内におい
て堤部内壁から離間している構成の圧電発振器であってもよい。また請求項４に示すよう
に、この離間寸法は０．０５～０．１５ｍｍの範囲であることが好ましい。
【００１９】
　電極パッドを収納部内において堤部内壁に近接して形成した場合、セラミック積層の製
造バラツキによっては電極パッドが堤部の下部にもぐり込んで形成される場合がある。こ
のような場合、堤部上部の金属層との間で浮遊容量を形成することになり、電子部品素子
の特性が不安定になる。また、電子部品のアッセンブリは自動機により行うことが多く、
定められた位置に配置されたセラミックパッケージに水晶振動板等の電子部品素子が搭載
される。このような搭載を精度良く行うには、セラミックパッケージの位置決めが重要と
なり、例えばセラミックパッケージの内周の角部近傍を基準点（認識点）として画像認識
処理を行い、位置決めを確実にしている。ところが角部近傍には電極パッドが配置され、
上述のように堤部と重なったり重ならなかったりした場合、上記基準点が不明確になり、
自動機側では認識できないことがあった。
【００２０】
　請求項３によれば、電極パッドを前記収納部内において堤部内壁から離間している構成
であるので、上述のような電極パッドの形成位置が堤部と重なることがなく、意図しない
浮遊容量の形成がなく、また位置決めも確実に行うことができる。
【００２１】
　なお、上記離間寸法はパッケージサイズやパッケージ小型化の要求を考慮したうえで、
セラミック積層の製造誤差を見込むことが必要である。具体的にはセラミック積層の製造
誤差を見込んで０．０５ｍｍ以上にすることが必要であり、またパッケージの小型化要求
および水晶との電気的接合に用いる導電性接着材との接触面積を確保する必要があること
から０．１５ｍｍ以下の範囲とすることが好ましい。なおより好ましくは０．０８～０．
１２ｍｍであり、これにより、より製造面特性面で信頼性の高い圧電発振器を得ることが
できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、電子部品用パッケージに起因する浮遊容量を抑制し、安定した特性の
電子部品及び圧電発振器を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
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　以下、本発明による好ましい実施の形態について図面に基づいて説明する。
　本発明による第１の実施の形態を表面実装型の水晶発振器を例にとり図１および図２と
ともに説明する。図１は本実施の形態を示す分解斜視図、図２はリッドによる気密封止前
の平面図である。表面実装型水晶発振器は、上部が開口した凹部を有するセラミックパッ
ケージ（電子部品用パッケージ）１と、当該パッケージの中に収納される圧電振動板２で
あるＡＴカット型水晶振動板と、同じくパッケージの中に収納される集積回路素子４と、
パッケージの開口部に接合されるリッド３とからなる。
【００２４】
　セラミックパッケージ１は全体として直方体で、アルミナ等のセラミックとタングステ
ン等の導電材料を適宜積層した構成であり、断面でみて凹形の収納部１０を有する構成で
ある。収納部周囲の堤部１１の上面は平坦であり、当該堤部上に周状の第１の金属層１１
ａが形成されている。当該第１の金属層１１ａの上面も平坦になるよう形成されており、
タングステン、ニッケル、金の順で金属膜層を構成している。タングステンはメタライズ
技術によりセラミック焼成時に一体的に形成され、またニッケル、金の各層はメッキ技術
により形成される。なお、本実施の形態に用いたセラミックパッケージは、長辺３ｍｍ、
短辺２ｍｍ、高さ１．１ｍｍの外形寸法となっている。
【００２５】
　セラミックパッケージ外周の４角には上下方向に伸長するキャスタレーションＣ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４が形成されている。当該キャスタレーションは円弧状の切り欠きが上下方
向に形成された構成であり、セラミックパッケージが多数個一体的に形成されたウェハか
らの小割切断時に必要となる。また本実施の形態においては電極パッド１２，１３が形成
された側の短辺外側にキャスタレーションＣ５，Ｃ６が並んで形成されている。
【００２６】
　第１の金属層１１ａはセラミックパッケージの角部の堤部１１を上下に貫通接続する導
電ビア（図示せず）により、セラミックパッケージ下面に形成された外部接続電極（図示
せず）に電気的に導出されている。当該外部導出電極をアース接続することにより、後述
の金属製のリッドが金属層１１ａ、導電ビアを介して接地され、電子部品の電磁気的なシ
ールド効果を得ることができる。なお、前述のとおり、当該導電ビアは周知のセラミック
積層技術により形成することができる。
【００２７】
　セラミックパッケージ１の内部底面には長辺方向一端に電極パッド１２，１３が短辺方
向に並んで形成されている。これら電極パッド１２，１３はセラミックパッケージ内側に
近接して形成され、各電極パッドは導電ビア（図示せず）により反対面にあるセラミック
パッケージ下面に形成された外部接続電極にそれぞれ入出力端子として引き出されている
。
【００２８】
　これら各電極パッド１２，１３はセラミックパッケージ内に形成された内部配線により
集積回路素子４に電気的に接続されるとともに、パッケージ外周側面に水晶端子１２ａ，
１３ａとして導出されている。すなわち、図２に示すように電極パッド１２，１３はセラ
ミック内部に形成された導電路１２ｂ，１３ｂを介して、パッケージの外側面に形成され
た水晶端子１２ａ，１３ａと導通している。当該水晶端子はキャスタレーションＣ５，Ｃ
６内部であって、上下方向の中間部分に形成されている。これにより、当該水晶発振器を
実装した際、下端部分で実装基板と短絡したり、上部の金属層と短絡する等の事故を防ぐ
構成となっている。なお、当該導電路等の内部配線は、メタライズ技術とセラミック積層
技術によりタングステン等の金属材料がセラミック内に形成されている。
【００２９】
当該導電路１２ｂ、１３ｂの幅Ａは本実施の形態においては０．１ｍｍに設定している。
当該幅寸法はパッケージの外形サイズによって変更することが可能であり、０．０５～０
．２ｍｍの範囲で適宜設定すればよい。このような範囲に設定することにより浮遊容量の
影響を抑制し、かつ導電路が確実に形成でき、無用なノイズの影響を受けにくい正確な圧
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電振動板等の電子素子の特性をすることができる。なお、導電路とその上方にある金属層
の間隔は０．３３ｍｍである。
【００３０】
また堤部上の金属層１１ａの幅寸法Ｂは、導電路１２ｂ、１３ｂの形成された領域におい
ては０．３３ｍｍに設定している。当該幅寸法Ｂもパッケージの外形サイズによって変更
することが可能であり、０．１５～０．５ｍｍの範囲で設定すればよい。このような範囲
にすることにより、気密封止の信頼性を確保でき、また浮遊容量を実用的な範囲に抑制す
ることができ、さらには収納部の外形寸法を余り制限しないので、圧電振動板の設計に関
する余裕度（設計マージン）を向上させることができる。
【００３１】
　導電路等が形成された層の上部には堤部１１を構成するセラミック枠層を積層し、最上
部に金属層の一部を構成するメタライズ層が形成される。金属層１１ａはメタライズ層の
上面にニッケルメッキ層、金メッキ層の各層が形成された構成である。
【００３２】
　セラミックパッケージの中央部分の最底部には、複数の接続パッド１４が２列に並んで
配置されており、当該接続パッド１４に集積回路素子４が電気的機械的に接続されている
。当該集積回路素子４は、圧電振動板２とともに発振回路を構成する１チップ集積回路素
子であり、その上面には前述の接続パッド１４に対応した接続端子（図示せず）が複数形
成されている。当該集積回路素子４は本実施の形態においてはベアチップを採用しており
、前記接続端子１４にフェイスダウンボンディングされている。
【００３３】
当該集積回路素子４の上部であって、前記電極パッド１２，１３には圧電振動板２である
矩形状のＡＴカット水晶振動板が片持ち支持状態に搭載されている。ＡＴカット水晶振動
板には、その表裏面に対向して一対の矩形状励振電極２１、２２と、当該励振電極を水晶
振動板の外周に引き出す連結電極２１ｂ、２２ｂと、当該連結電極とつながり水晶振動板
の長辺方向一端に所定の間隔をもって引き出された引出電極２１ａ，２２ａとが形成され
ている。なお、上記番号２２，２２ｂ，２２ａは図示していない。これら各電極は真空蒸
着法等の薄膜形成手段により形成することができる。
【００３４】
　引出電極２１ａ，２２ａと電極パッド１２，１３とはペースト状の導電性接合材Ｓによ
り電気的機械的接続される。導電接合材Ｓは、例えば銀フィラー等の金属微小片を含有す
るシリコーン系導電樹脂接着剤をあげることができるが、導電接合材はシリコーン系以外
に例えば、ウレタン系、イミド系、ポリイミド系、エポキシ系の導電樹脂接着剤を用いる
ことができる。
【００３５】
　セラミックパッケージを気密封止するリッド３は平面視矩形状の平板構成である。当該
リッド３は、コバールからなるコア材（図示せず）に第２の金属膜層（図示せず）として
金属ろう材が形成された構成であり、より詳しくは、例えば上面からニッケル層、コバー
ルコア材、銅層、銀ろう層の順の多層構成であり、第２の金属膜層である銀ろう層がセラ
ミックパッケージの第１の金属膜層と接合される構成となる。なお、リッドの平面視外形
はセラミックパッケージの当該外形とほぼ同じであるか、若干小さい構成となっている。
【００３６】
　セラミックパッケージ１の収納部１０に集積回路素子４と圧電振動板２を格納し、前記
リッドにて被覆し、前記第1の金属層と第２の金属層とを溶融硬化させ、気密封止を行う
。本実施の形態においては、シーム溶接による気密封止を行っており、前記リッドに形成
された第２の金属層である銀ろうを溶融硬化させ、気密封止を行う。なお本実施の形態に
おいてはパッケージ側に金属膜を形成しリッドと接合した構成を例示したが、金属膜上に
金属枠からなるシームリングを形成し、当該シームリングを用いてシーム溶接による気密
封止を行ってもよい。
【００３７】
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　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、各構成要素の変更、変形組み合わせ
が可能である。第２の実施形態として、電極パッド構成等を変更した例を示す。図３は第
２の実施の形態を示す平面図である。
【００３８】
　セラミックパッケージ５は全体として直方体で、アルミナ等のセラミックと導電材料を
適宜積層した構成であり、断面でみて凹形の収納部５０を有する構成である。収納部周囲
の堤部５１の上面は平坦であり、当該堤部上に周状の第１の金属層５１ａが形成されてい
る。当該第１の金属層５１ａの上面も平坦になるよう形成されており、タングステン、ニ
ッケル、金の順で金属膜層を構成している。タングステンはメタライズ技術によりセラミ
ック焼成時に一体的に形成され、またニッケル、金の各層はメッキ技術により形成される
。なお、本実施の形態に用いたセラミックパッケージは、長辺２．５ｍｍ、短辺２ｍｍ、
高さ０．８ｍｍの外形寸法となっている。
【００３９】
　セラミックパッケージ外周の４角には上下方向に伸長するキャスタレーションＣ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４が形成されている。当該キャスタレーションは円弧状の切り欠きが上下方
向に形成された構成であり、セラミックパッケージが多数個一体的に形成されたウェハか
らの小割切断時に必要となる。また電極パッド形成側の短辺にはキャスタレーションＣ５
，Ｃ６が形成されている。
【００４０】
　なお、金属層５１ａはセラミックパッケージの角部の堤部を上下に貫通接続する導電ビ
ア（図示せず）により、セラミックパッケージ下面に形成された外部接続電極に電気的に
導出されている。なおキャスタレーション内の表面に側面電極を形成し、当該側面電極に
より金属層５１ａを外部接続電極に電気的に導出してもよい。当該外部導出電極をアース
接続することにより、後述の金属製のリッドが金属層５１ａ、導電ビアを介して接地され
、電子部品の電磁気的なシールド効果を得ることができる。なお、当該導電ビアは周知の
セラミック積層技術により形成することができる。
【００４１】
　セラミックパッケージ５の中央部分にある収納部５０の最底部の開口周囲には、複数の
接続パッド（図示せず）が配置されている。当該最底部には圧電振動板２とともに発振回
路を構成する１チップ集積回路素子４が収納される。当該集積回路素子４は最底部にダイ
ボンディングされ、集積回路素子４の接続端子（図示せず）と前記接続パッドとをワイヤ
ボンディングにより電気的に接続している。
【００４２】
当該集積回路素子４の上部であって、前記電極パッド５２，５３には圧電振動板２である
矩形状のＡＴカット水晶振動板が片持ち支持状態に搭載されている。ＡＴカット水晶振動
板は、その表裏面に対向して一対の矩形状励振電極５１、５２と、当該励振電極を水晶振
動板の外周に引き出す連結電極５１ｂ、５２ｂと、当該連結電極とつながり水晶振動板の
長辺方向一端に所定の間隔をもって引き出された引出電極５１ａ，５２ａとが形成されて
いる。なお、上記番号５２，５２ｂ，５２ａは図示していない。これら各電極は真空蒸着
法等の薄膜形成手段により形成することができる。
【００４３】
　本実施の形態において、接続パッド５２，５３は収納部５０内において堤部内壁から離
間している構成となっている。当該離間寸法Ｃは長辺方向短辺方向とも約０．１ｍｍとな
っている。なお、当該離間寸法Ｃもパッケージの外形サイズによって変更することが可能
であり、０．０５～０．１５ｍｍの範囲で設定すればよい。このような範囲にすることに
より、セラミック積層のバラツキが生じたとしても電極パッドの形成位置が堤部と重なる
ことがなく、意図しない浮遊容量の形成がなく、また位置決めも確実に行うことができる
。
【００４４】
図３に示すように電極パッド５２，５３はセラミック内部に形成された導電路５２ｂ，５
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３ｂを介して、パッケージの側面に形成された水晶端子５２ａ，５３ａと導通している。
当該水晶端子はキャスタレーションＣ５，Ｃ６内部であって、上下方向の中間部分に形成
されている。
【００４５】
　セラミックパッケージ１の収納部１０に集積回路素子４と圧電振動板２を格納し、前記
リッドにて被覆し、前記第1の金属層と第２の金属層とを溶融硬化させ、気密封止を行う
。本実施の形態においては、シーム溶接による気密封止を行っており、前記リッドに形成
された第２の金属層である銀ろうを溶融硬化させ、気密封止を行う。
【００４６】
　次に第３の実施の形態を図４、図５とともに説明する。図４は第３の実施の形態を示す
平面図であり、図５は図４のＤ－Ｄ断面図である。本実施の形態においてはセラミックパ
ッケージの上方と下方にそれぞれ開口する収納部を有する構成について例示している。
【００４７】
　セラミックパッケージ６は全体として直方体でアルミナ等のセラミックと導電材料を適
宜積層した構成であり、断面で見て上方に開口する第１の収納部６０１と下方に開口する
第２の収納部６０２とを有する構成である。各収納部の周囲には堤部６１１，６１２が形
成され、各堤部の上面は平坦な構成となっている。堤部６１１上には第１の金属層６１１
ａが形成されており、堤部６１２上には端子電極として金属層６１２ａが形成されている
。各金属層はタングステン、ニッケル、金の順で金属膜層を構成している。タングステン
はメタライズ技術によりセラミック焼成時に一体的に形成され、またニッケル、金の各層
はメッキ技術により形成される。
【００４８】
　セラミックパッケージ外周の４角には上下方向に伸長するキャスタレーションＣ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４が形成されている。当該キャスタレーションは円弧状の切り欠きが上下方
向に形成された構成であり、セラミックパッケージが多数個一体的に形成されたウェハか
らの小割切断時に必要となる。また電極パッド形成側の短辺にはキャスタレーションＣ５
，Ｃ６が形成されている。
【００４９】
　なお、金属層５１ａはセラミックパッケージの角部の堤部を上下に貫通接続する導電ビ
アにより、セラミックパッケージ下面に形成された外部接続電極に電気的に導出されてい
る。当該外部導出電極をアース接続することにより、後述の金属製のリッドが金属層５１
ａ、導電ビアを介して接地され、電子部品の電磁気的なシールド効果を得ることができる
。なお、当該導電ビアは周知のセラミック積層技術により形成することができる。
【００５０】
　第１の収納部６０１には圧電振動板を保持する電極パッド６２，６３が形成されている
。当該電極パッド６２，６３は収納部内壁と所定寸法離間して形成されるとともに、収納
部の四隅に対応する部位においては電極が形成されない切除部６２ｃ、６３ｃが形成され
ている。これによりセラミック積層ズレが生じた際においても堤部の下に形成されるおそ
れがなくなる。
【００５１】
当該電極パッドは導電路６２ｂ、６３ｂによりパッケージ短辺に引き出され、キャスタレ
ーションＣ５，Ｃ６内にある水晶端子６２ａ，６３ａに導出されている。なお、本実施の
形態を含め前述の各実施に形態において、水晶端子を短辺に導出する例を示しているが、
長辺側へ導出してもよいし、両辺あるいは角部に導出してもよい。また収納部の他端には
圧電振動板の先端を補助的に支持する補助支持部６５，６６が形成されている。これは導
電接合材にて接合時に圧電振動板を安定化させるために有用となる。
【００５２】
　図５に示すように第２の収納部６０２は、集積回路素子７を実装する空間であり、第２
の収納部６０２内に接続パッド６４が複数設けられている。また堤部６１２上の金属層６
１２ａは圧電発振器の入出力端子やアース端子等の役割を果たし、図示していないが３以
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【００５３】
　圧電振動板２には、矩形形状のＡＴカット水晶振動板の表裏面に対向して一対の矩形状
の励振電極２１，２２が形成されている。各励振電極は連結電極２１ｂ、２２ｂにより圧
電振動板の外周に引き出され、さらに長辺方向の一端に形成された引出電極に引き出され
ている。集積回路素子７は圧電振動板とともに発振回路を構成する１チップタイプで、そ
の上面に複数の接続端子が形成されている。
【００５４】
　そしてセラミックパッケージにこれら圧電振動板、集積回路素子を搭載する。圧電振動
板２は導電接合材Ｓによりその引出電極２１ａ，２２ａと電極パッド６２，６３とを導電
接合することにより、パッケージに電気的機械的に保持される。また集積回路素子７は第
２の収納部６０２の最底部にダイボンディングされ、ボンディングワイヤＷで接続パッド
６４と接続端子７１を接合する。なお、必要に応じて当該第２の収納部に絶縁樹脂を充填
して外部との絶縁をはかってもよい。
【００５５】
　なお、上記各実施形態の例示においては、ＡＴカット水晶振動板を用いた表面実装型の
水晶振動子を例示したが、音叉型水晶振動板や水晶フィルタ素子や、水晶振動板と他の電
子素子をパッケージに格納した構成であってもよい。また圧電振動板も圧電セラミック振
動板等、他の圧電材料を用いてもよく、他の電子部品素子に適用してもよく、上記実施形
態の例示に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　水晶発振器をはじめとする電子部品の量産に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第１の実施形態を示す晶発振器の開蓋状態の分解斜視図。
【図２】第１の実施形態を示す平面図
【図３】第２の実施形態を示す平面図
【図４】第３の実施形態を示す平面図
【図５】図４のＤ－Ｄ断面図。
【図６】従来例を示す図。
【図７】発振回路を示す図。
【符号の説明】
【００５８】
  １、５、６　セラミックパッケージ
　１１、５１、６１１、６１２　堤部　
　１１ａ，５１ａ、６１１ａ、６１２ａ、８１　金属層
１２，１３，５２，５３、６２，６３　電極パッド　
　１２ｂ、１３ｂ、５２ｂ、５３ｂ、６２ｂ、６３ｂ　導電路
２　圧電振動板（電子部品素子）
３　リッド
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